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Beschreibung

Die Erfindung geht aus von einer Zindein -
richtung nach der Gattung des Anspruchs 1, die
aus DE—-A-28 25 830 bekannt ist. Bei den bisher
bekannten Ziindeinrichtungen, die einen pnp-
Transistor in der Endstufe verwenden, ist mit dem
KollektoranschluB des Transistors die Prim&rwick —
lung eines Ziindtransformators verbunden, wihrend
der EmitteranschluB des Transistors, gegebenen —
falls Uber einen StrommeBwiderstand, mit dem
MasseanschiuB verbunden ist. Wahrend des Be -
triebs der Zindeinrichtung freten an der Endstufe
der Zindeinrichtung hohe Verlustleistungen auf,
die vom KollektoranschluB zum KiihlkGrper abge —
flihrt werden miissen. Gleichzeitig muB aber der
KollektoranschluB wadhrend der beim Abschaltvor —
gang auftretenden Klammerspannung gegen den
Kihlk&rper elektrisch isoliert werden. Diese beiden
entgegengesetzten Forderungen lassen sich nur
mit einer thermisch gutleitenden, elekirisch isolie —
renden Keramikschicht zwischen KollektoranschluB
und KiihlkSrper erfiillen, die jedoch den Aufbau der
Zindeinrichtung erheblich verteuert und die ins—
besondere bei Hochleistungsziindeinrichtungen
den auftretenden thermischen Wechselbelastungen
nicht gewachsen ist.

Auch aus FR—A—-2407363, US—A—3945362,
US—-A-4106462, FR-A—-2318323 und DE-A-
3231125 sind jeweils Zindeinrichtungen bekannt,
bei denen jeweils der Ermitteranschiu8 des in der
Endstufe vorgesehenen Transistors mit dem Mas —
seanschlu8 verbunden ist.

Die erfindungsgemdBe Zindeinrichtung mit
den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptan-—
spruchs hat demgegeniiber den Vorteil, daB durch
die Verwendung eines pnp - Transistors in der
Endstufe der Ziindeinrichtung und die thermisch
und elekirisch gut leitende Verbindung seines
Kollektoranschlusses mit dem MasseanschluB der
Zindeinrichtung eine groBe Verlustleistung be -
triebssicher abgeflinrt werden kann. Durch die
Einsparung isolierender Schichten zwischen dem
KollektoranschluB und dem MasseanschluB wird
zudem der Aufbau der Zindeinrichtung vereinfacht
und dadurch verbilligt. SchlieBlich 148t sich der
Uberwiegende Teil der Ziindeinrichtung in beson —
ders vorteilhafter Weise monolithisch integrieren,
wodurch auch groBe Stlickzahlen mit engen elek —
frischen Kennwerten herstellbar sind.

Durch die in den Unteranspriichen aufgeflihrten
MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und
Ausgestaltungen der im Hauptanspruch angege —
benen Ziindeinrichtung mdglich.

Ausflihrungsbeispiele der Erfindung sowie von
Einzelheiten der Erfindung sind in der Zeichnung
anhand mehrerer Figuren dargestellt und in der
nachfolgenden Beschreibung ndher erldutert. Es
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zeigen Figur 1 ein Blockschaltbild der Ziindein—
richtung, jedoch ohne Darstellung der Wiederein —
schaltsperre in der Endstufe, Figur 2 den Strom —
laufplan eines Teiles der Zlndeinrichtung mit der
Endstufe und den Entkopplungsmitteln, jedoch
ohne Darstellung der Wiedereinschaltsperre in der
Endstufe, Figur 3 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel
der Zlndeinrichtung mit Darstellung der Endstufe
und der Entkopplungsmittel, jedoch ohne Darstel —
lung der Wiedereinschaltsperre in der Endstufe,
Figur 4 die Zindeinrichtung mit Darstellung der
Wiedereinschaltsperre in der Endstufe und einer
Entkoppelungsdiode als Entkopplungsmittel, Figur
5 als Stromlaufplan ein Ausflihrungsbeispiel der
Endstufe der Ziindeinrichtung in monolithisch in—
tegrierter Technik und Figur 6 einen Querschnitt
durch ein Halbleitersubstrat.

Figur 1 zeigt die im wesentlichen als Block -
schaltbild dargestellte Ziindeinrichtung 3, insbe —
sondere flr eine fremdgeziindete Brennkraftma—
schine, mit einem eine Primdrwicklung 1a und eine
Sekundarwicklung 1d aufweisenden Zindtransfor —
mator 1, an dessen Primirwicklung 1a eine
Gleichspannungsquelle anlegbar ist, jedoch ohne
Darstellung der Wiedereinschalisperre in der End —
stufe. Die Zlndeinrichtung 3 umfaBt eine Strom -
steuereinrichtung zur Steuerung des durch die
Primarwicklung 1a des Zlindtransformators 1 flie —
Benden Stromes. Diese Stromsteuereinrichtung
besteht aus einer Vorstufe 3a und einer Endstufe
3c. Die Endstufe 3c besteht im wesentlichen aus
einem Transistor T100 eines ersten Leitfahigkeits —
typs, ndmlich einem pnp — Transistor oder pnp -
Darlington — Transistor, dessen Kollektor mit dem
MasseanschluB der Ziindeinrichtung 3 verbunden
ist. Zwischen Vorstufe 3a und Endstufe 3¢ sind
Entkopplungsmittel 3b vorgesehen, die die Vorstufe
3a von der Endstufe 3c entkoppeln und die insbe —
sondere die Vorstufe 3a vor der jeweils beim Ab —
schaltvorgang an der Endstufe 3c auftretenden
hohen Klammerspannung schitzen. Wie in Figur 2
dargestellt, umfassen bei einem Ausfiihrungsbei —
spiel der Zlndeinrichtung, in dem die Wiederein —
schaltsperre nicht dargestellt ist, die Entkopp -
lungsmittel 3b einen Transistor T20 eines zweiten
Leitfahigkeitstyps, dessen KollektoranschiuB mit
dem Basisanschlu8 des in der Endstufe 3¢ vorge —
sehenen Transistors T100, und dessen Emitteran —
schiuB mit dem MasseanschluB8 der Ziindeinrich —
tung 3 verbunden sind. Der BasisanschluB des
Transistors T20 ist mit der Vorstufe 3a der Ziind -
einrichtung 3 verbunden und wird von dieser an—
gesteuert. Da der Transistor T100 ein pnp—Tran—
sistor ist, wird als Entkopplungstransistor T20 ein
Transistor vom npn-Typ eingesetzt. Dieser muB
mindestens das gleiche Sperrvermdgen, wie die
am T100 aufiretende Klammerspannung haben. In
einem weiteren Ausflihrungsbeispiel der Ziindein —
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richtung, in dem die Wiedereinschaltsperre nicht
dargestellt ist, (Figur 3) umfassen die Entkopp -
lungsmittel neben dem Transistor T20, dessen
KollektoranschluB Uber einen Widerstand R21 mit
dem BasisanschluB des Transistors T100 verbun —
den ist, einen weiteren Transistor T25, der parallel
zur Emitter — Basisstrecke des Transistors T20
geschaltet ist. Der KollektoranschluB des Transi—
stors T25 ist also mit dem BasisanschluB des
Transistors T20 verbunden, wdhrend der Emitter —
anschluB des Transistors T25 mit dem Massean —
schluB der Zindeinrichtung verbunden ist, an dem
auch Uber den Widerstand R22 der Emitteran—
schiuB des Transistors T20 liegt. Der Widerstand
R22 hat die Funktion eines Stromflihlerwiderstan —
des, d. h., bei einem StromfluB durch den Transi -
stor T20 und den Widerstand R22 fritt am Wider —
stand R22 ein Spannungsabfall auf, der fiir Steu—
erzwecke einsetzbar ist. Der BasisanschluB des
Transistors T25 liegt am Abgriff eines aus den
Widerstdnden R23 und R24 gebildeten Span-—
nungsteilers, der zwischen dem BasisanschluB des
Transistors T20 und den MasseanschluB der
Zindeinrichtung geschaltet ist. ZweckmiBig ist
dabei zur exakten Festlegung der Basisspannung
des Transistors T25 der mit dem MasseanschiuB
der Zindeinrichtung verbundene Teilwiderstand
R24 des Spannungsteilers R23, R24 abgleichbar
ausgebildet. Auf besonders vorteilhafte Weise er —
folgt der Abgleich durch Parallelschaltung geeig —
neter Zusatzwiderstdnde, die zunichst mit Zener —
dioden in Reihe geschaltet sind. Durch Uberlastung
der Zenerdioden werden diese zerstdrt und die
Zusatzwiderstdnde parallel zum Teilwiderstand R24
geschaltet. In der gleichen Weise, wie mit T25 und
T20 der Basistrom fiir T100 eingeregelt wird, 148t
sich alternativ mit T30 und den Widerstdnden R31,
R32 eine Emitterstromregelung fir T100 realisie —
ren.

In einem weiteren Ausflhrungsbeispiel der
Zindeinrichtung (Figur 4) umfassen die Entkopp —
lungsmittel eine Diode D41, deren AnodenanschluB
mit dem EmitteranschluB8 eines Ansteuertransistors
T40 in der Vorstufe und deren KathodenanschiuB
mit dem BasisanschluB des Transistors T100 und
Uber den Lastwiderstand R42 des Transistors T40
mit dem MasseanschluB der Ziindeinrichtung ver —
bunden sind. Auch hier muB die Diode mindestens
das Sperrvermdgen der am T100 auftretenden
Klammerspannung haben.

Die Zindeinrichtung bietet den besonderen
Vorteil, daB der in der Endstufe 3¢ angeordnete
Transistor T100 mit seinem KollektoranschluB un -
mittelbar mit dem MasseanschluB elektrisch leitend
verbunden ist und somit unmittelbar auf einem mit
dem MasseanschluB verbundenen Kiihlk&rper
montiert werden kann. Im Gegensatz zu her—
k6mmlichen Zindeinrichtungen wird somit die
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Ableitung der wihrend des Betriebs der Ziindein -
richtung auftretenden Verlustleistung auBerordent —
lich erleichtert, da keine den WirmefluB behin -
dernden lIsolierschichten zwischen dem Kollektor —
anschluB des Transistors T100 und einem vom
KollektoranschluB zu isolierenden KiihlkGrper an—
geordnet werden miissen. Zusdtzlich ergibt sich
dadurch der Vorteil, daB der Aufbau einer solchen
Zindeinrichtung wesentlich vereinfacht wird, wo —
durch diese erheblich preisglinstiger herstellbar ist.
Um einen stdrungsfreien Betrieb der Zlndeinrich —
tung zu gewdhrleisten, werden die zuvor be -
schriebenen Entkopplungsmittel vorgesehen, die
eine Beeintrdchtigung der Vorstufe 3a durch die
beim Abschalten des Transistors T100 auftretende
hohe Klammerspannung verhindern. Weiter ist da—
flir zu sorgen, daB nach einem planmiBigen Ab—
schalten des in der Endstufe 3c angeordneten
Transistors T100 sein unkontrolliertes Wiederein —
schalten zuverldssig verhindert wird. Dies wird
durch einen weiteren Transistor T43 erreicht (Figur
4), dessen KollektoranschluB mit dem Basisan—
schiuB des Transistors T100, dessen Emitteran—
schluB mit dem EmitteranschiuB des Transistors
T100 und dessen BasisanschluB Uber einen Wi-
derstand R44 mit dem positiven AnschluB der
Gleichspannungsquelle verbunden ist. Durch diese
Schaltungsanordnung wird gewdhrleistet, daB der
Transistor T43 Uber seinen BasisanschluB nur dann
angesteuert und durchgeschaltet wird, wenn der
BasisanschluB ein negativeres Potential aufweist
als der Emitteranschlu des Transistors T43. Dies
ist jedoch nur dann der Fall, wenn beim Abschalten
des Transistors T100 die in der Gr&Benordnung
von etwa 400 Volt liegende Klammerspannung
auftritt, die zu einem ungewollten Wiedereinschal —
ten des Transistors T100 fiilhren k&nnte.

In den Ausflihrungsbeispielen der Zindein -
richtung nach Figur 1 und Figur 4 ist zum Zwecke
der Strommessung zwischen dem positiven An-—
schluB der Gleichspannungsquelle und dem mas —
sefernen AnschluB der Primirwicklung 1a des
Zindtransformators 1 ein Widerstand R12 ange -
ordnet. Bei StromfluB durch die Primirwicklung 1a
fallt an diesem Widerstand R12 eine Spannung ab,
die der Vorstufe 3a flr Steuerzwecke zufiihrbar ist.
In den Ausflhrungsbeispielen der Ziindeinrichtung
nach Figur 2 und 3 ist ein StrommeBwiderstand
R12' zwischen den EmitteranschluB des Transistors
T100 und dem masseseitigen AnschluB der Pri—
mérwicklung 1a des Ziindtransformators angeord —
net. Im Ausflhrungsbeispiel nach Figur 2 wird der
Spannungsabfall am MeBwiderstand R12' (Uber
zwei hochohmige Widerstdnde R13, R14 abge -
griffen und Eingangsanschliissen der Vorstufe 3a
zugefihrt, die mit gegen Masse geschalteten Ze —
nerdioden Z1, Z2 geschiitzt sind. Die bei der Ab -
schaltphase an beiden Auschliissen des MeBwi—
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derstandes R12' aufiretende Hochspannung wird
Uber R13, R14, Z1 und Z2 abgekoppelt. Im Aus -
fUhrungsbeispiel nach Figur 3 ist ein weiterer
Transistor T30 vorgesehen, der parallel zur Rei-
henschaltung von  Emitter — Basisstrecke des
Transistors T100 und StrommeBwiderstand R12'
geschaltet ist. Dabei sind der Emitteranschluf des
Transistors T30 mit dem masseseitigen AnschiuB
der Primérwicklung 1a des Zindtransformators 1,
sein KollektoranschluB mit dem BasisanschluB des
Transistors T100 und schlieBlich sein Basisan—
schluB mit dem Abgriff eines zwischen Emitter —
und KollektoranschluB des Transistors T30 liegen —
den Spannungsteilers R31, R32 verbunden. Wie
bereits zuvor im Zusammenhang mit dem Entkop —
peltransistor T25 beschrieben, wird auch bei die -
sem Spannungsteiler R31, R32 der dem Masse —~
anschluB ndhere Teilwiderstand R32 abgleichbar
ausgebildet.

In besonders vorteilhafter Weise werden Vor —
stufe 3a, Endstufe 3c sowie die Entkopplungsmittel
3b der Zindeinrichtung 3 in monolithisch inte —
grierter Technik ausgeflhrt. Dadurch lassen sich
auch in GroBserienherstellung auBerordentlich ge —
ringe Streuungen der wesentlichen elekirischen
Kennwerte erzielen. Bei Ausflihrung der Ziindein —
richtung 3 in integrierter Technik wird der Strom —
meBwiderstand R12' zweckmiBig als verteilter
Widerstand an den Emitterzdhnen des Emitterbe —
reichs des Transistors T100 angeordnet, wodurch
flir eine gute Stromgleichverteilung Uber das ge —
samte akiive Emittergebiet des Transistors T100
gesorgt wird. StrommeBwiderstand R12' und die in
Figur 3 in Zusammenhang mit der Endstufe dar—
gestellte  Stromregelschaltung werden  dabei
zweckmdBig in die Emitter — Basisstrecke des
pnp — Transistors T100 integriert, wobei der Tran—
sistor T30 als lateraler pnp — Transistor ausgestaltet
ist. In gleicher Weise k&nnen auch die im Ausflih —
rungsbeispiel nach Figur 3 dargestellten Entkopp —
lungsmittel mit den Transistoren T20 und T25 in—
tegriert werden. Auch der im Ausflihrungsbeispiel
nach Figur 4 der Ziindeinrichtung dargestellte, eine
unkontrollierte Wiedereinschaltung des Transistors
T100 verhindernde Transistor T43, kann als late —
raler pnp — Transistor in die Basis — Emitterstrecke
des in der Endstufe 3c angeordneten Transistors
T100 monolithisch integriert werden.

Sowohl die Ansteuerstufe 3a als auch die flr
Entkopplungszwecke vorgesehenen Transistoren
T20, T25 oder die Entkoppeldiode D41 miissen in
Form von separaten Chips auf die Dickschichtt—
schaltung gebracht und mittels Bondverbindungen
an die Ubrige Schaltung angeschlossen werden.
Die Widerstdnde R33, R44 und R12 sind als Dick —
schichtfilmwidersténde zu realisieren.

Anhand von Figur 5 und Figur 6 wird beispiel -
haft die Ausgestaltung der Endstufe 3c der Ziind -
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einrichtung 3 in monolithisch integrierter Technik
erldutert. Dabei zeigt Figur 5 den Stromlaufplan der
Endstufe, wihrend Figur 6 einen Querschnitt durch
ein Halbleitersubstrat darstellt. Der Endstufentran —
sistor T100 ist dabei als zweistufiger Darlington —
Transistor mit den Bestandteilen T101 und T102
ausgefiihrt. In Ubereinstimmung mit der Darstellung
im Ausflhrungsbeispiel nach Figur 4 ist der als
pnp — Lateraltransistor ausgestaltete KurzschluB —
transistor mit der Bezugsziffer 43 gekennzeichnet.
Die Integration der im Stromlaufplan nach Figur 5
dargestellten Widerstdnde R50 und R51 erfolgt in
einer dem Fachmann an sich bekannten Weise und
ist daher in Figur 6 nicht mehr dargestellt. Figur 6
zeigt mit Bezugsziffer 60 ein hochohmiges p-—
leitendes Substrat, in die n—leitende Basiswannen
62, 63 und 64 eindiffundiert sind. In die vorge —
nannten Basiswannen sind wiederum hoch dotierte
p — leitende Emitterzonen 65, 66, 67 und 68 ein -
diffundiert. Dabei stellen die Basiswannen 62 und
63 die Basen der beiden zum Darlington geh&ren —
den Transistoren T101 und T102 dar, wdhrend 64
die den lateralen KurzschluBtransistor T43 umfas —
sende Basiswanne darstellt. Die zusétzlichen
Wannen 69, 70 und 71 bestehen aus hoch mit
Phosphor dotiertem n-—leitenden Silicium. Sie
dienen zundchst der Herstellung niederohmiger
Kontakte 612, 614 und 617 auf den sonst hochoh —
mig mit Phosphor dotierten Basiswannen. Zum
anderen Uben diese hochdotierten Phosphor—
schichten eine getternde Wirkung aus, die flr das
Sperrverhalten und gleichzeitig fir die Verstarkung
der Transistoren T43, T101 und T102 glinstig ist.
Die &uBeren Verbindungsleitungen 612 bis 618
werden nun wie folgt miteinander verknlipft. Die
Zusammenschaltung der Transistoren T101 und
T102 zu einem Darlingtonpaar erfolgt in der Weise,
daB die Anschlisse 613 und 614 miteinander ver —
bunden werden, wdhrend der AnschluB 612 der
duBere BasisanschiuB und der AnschluB 615 der
duBere EmitteranschluB des Darlingtontransistors
sind. Zur Integration des pnp — Lateraltransistors
T43 wird dessen lateraler KollektoranschluB 618 mit
dem BasisanschluB 612 des Darlingtontransistors
T101, T102 und der laterale Emitteranschiu 616
des Transistors T43 mit dem EmitteranschiuB 615
des Darlingtontransistors verbunden. Somit umfaBt
die Transistoranordnung die drei duBeren An-—
schluBlands 612 (Basis des Darlingtontransistors),
617 (Basis des Lateraltransistors) und 615 (Emitter
des Darlingtontransistors).

Patentanspriiche

1. Zindeinrichtung, insbesondere flir eine
fremdgeziindete Brennkraftmaschine, mit ei—
nem eine Primir — und eine Sekunddrwicklung
aufweisenden Zindtransformator, mit einer an
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die Prim3rwicklung anlegbaren Gleichspan—
nungsquelle, mit einer aus einer Vorstufe und
einer Endstufe bestehenden Stromsteuerein —
richtung zur Steuerung des durch die Primir —
wicklung flieBenden Stromes, dadurch ge -
kennzeichnet, daB die Endstufe (3c) der
Stromsteuereinrichtung einen ersten Transistor
(T100) eines ersten Leitfahigkeitstyps umfaBt,
dessen KollektoranschluB mit dem Massean —
schiuB der Zindeinrichtung direkt verbunden
ist, daB zwischen der Vorstufe (3a) und der
Endstufe (3c) Entkopplungsmittel (3b) sowie
Mittel zur Verhinderung des unkontrollierten
Einschaltens der Endstufe (3c) vorgesehen
sind, wobei die Mittel zur Verhinderung des
unkontrollierten Einschaltens der Endstufe (3c)
einen zweiten Transistor (T43) umfassen,
dessen KollektoranschluB mit dem Basisan—
schluB des ersten Transistors (T100), dessen
EmitteranschluB mit dem EmitteranschiuB des
ersten Transistors (T100), und dessen Basis —
anschluB Uber einen ersten Widerstand (R44)
mit dem positiven AnschluB der Gleichspan -
nungsquelle verbunden ist.

Zindeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Entkopplungsmittel
(3b) einen dritten Transistor (T20) eines zwei —
ten Leitfahigkeitstyps umfassen, dessen Kol -
lektoranschluB mit dem BasisanschluB des er -
sten Transistors (T100) und dessen Emitter —
anschluB mit dem MasseanschluB8 der Zind—
einrichtung verbunden sind, und der Uber sei—
nen BasisanschluB von der Vorstufe (3a) der
Stromsteuereinrichtung ansteuerbar ist.

Zindeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daB der EmitteranschiuB des
dritten Transistors (T20) Uber einen zweiten
Widerstand (R22) mit dem MasseanschiuB
verbunden ist, daB die Entkopplungsmittel (3b)
einen weiteren Transistor (T25) umfassen,
dessen KollektoranschluB mit dem Basisan—
schluB des dritten Transistors (T20) und des —
sen EmitteranschluB mit dem MasseanschluB
verbunden ist, und daB der BasisanschluB des
weiteren Transistors (T25) an dem Abgriff ei —
nes zwischen dem Basisanschlu des dritten
Transistors (T20) und dem MasseanschiuB
geschalteten ersten Spannungsteilers (R23,
R24) liegt.

Zindeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daB der mit dem einen An-—
schiuB an Masse liegende Teilwiderstand (R24)
des ersten Spannungsteilers (R23, R24) ab -
gleichbar ausgebildet ist.
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10.

Zindeinrichtung nach einem der Anspriiche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die End -
stufe (3c) eine StrommeBeinrichtung umfaft,
deren Ausgangssignal der Vorstufe (3a) zuge —
flihrt wird.

Zindeinrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daB die StrommeBeinrichtung
aus einem zweiten Widerstand (R12, R12")
besteht und daB die bei StromfluB durch die
Primarwicklung (1a) des Zindtransformators
(1) an ihm ahfallende Spannung der Vorstufe
(3a) zugefihrt wird.

Zindeinrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daB die Anschliisse des
zweiten Widerstandes (R12') Uiber hochohmige
dritte und vierte Widerstdnde (R13, R14) mit
Eingangsanschlissen der Vorstufe (3a) ver-—
bunden sind, welche Eingangsanschliisse
durch mit Masse verbundene Zenerdioden (Z1,
Z2) geschutzt sind.

Zindeinrichtung nach einem der Anspriiche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Vor -
stufe (3a) einen Ansteueriransistor (T40) um —
faBt und daB zum Schutz der Vorstufe (3a)
gegen primirseitig auftretende Spannungspit —
zen eine Diode (D41) vorgesehen ist, deren
AnodenanschluB mit dem Emitteranschluf des
Ansteuertransistors (T40) und deren Katho -
denanschluB mit dem BasisanschluB des er—
sten Transistors (T100) und Uber den Lastwi—
derstand (R42) des Ansteuertransistors (T40)
mit dem MasseanschluB der Ziindeinrichtung
verbunden ist.

Zindeinrichtung nach einem der Anspriiche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Vor -
stufe (3a), die Endstufe (3c) und gegebenen—
falls die Entkopplungsmittel (3b) in monoli—
thisch integrierter Technik hergestellt sind.

Zindeinrichtung nach einem der Anspriiche 5
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB ein
StrommeBwiderstand (R12') zwischen dem
EmitteranschluB des ersten Transistors (T100)
und dem masseseitigen AnschluB der Primar —
wicklung (1a) angeordnet ist, daB der Emitter —
anschluB eines vierten Transistors (T30) mit
dem masseseitigen AnschiuB der Prim3rwick —
lung (1a), daB der KollektoranschluB des vier —
ten Transistors (T30) mit dem BasisanschluB
des ersten Transistors (T100) und daB
schlieBlich der BasisanschluB des vierten
Transistors (T30) mit dem Abgriff eines zwi—
schen dem Emitter— und dem Kollektoran—
schluB des vierten Transistors (T30) liegenden
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zweiten Spannungsteilers (R31, R32) verbun —
den ist.

Claims

Ignition device, especially for an externally —
ignited internal — combustion engine, having an
ignition transformer which has a primary
winding and a secondary winding, having a DC
voltage source which can be connected to the
primary winding, and having a current control
device, consisting of an input stage and an
output stage, for controlling the current flowing
through the primary winding, characterised in
that the output stage (3c) of the current control
device comprises a first transistor (T100) of a
first conductance type whose collector con—
nection is connected directly to the earth
connection of the ignition device, in that de—
coupling means (3b) and means for preventing
uncontrolled switching on of the output stage
(3c) are provided between the input stage (3a)
and the output stage (3c), the means for pre —
venting uncontrolled switching on of the output
stage (3c) comprising a second transistor
(T43) whose collector connection is connected
to the base connection of a first transistor
(T100), whose emitter connection is connected
to the emitter connection of the first transistor
(T100), and whose base connection is con—
nected via a first resistor (R44) to the positive
connection of the DC voltage source.

Ignition device according to Claim 1, charac —
terised in that the decoupling means (3b)
comprise a third transistor (T20) of a second
conductance type, whose collector connection
is connected to the base connection of the first
transistor (T100), and whose emitter connec —
tion is connected to the earth connection of the
ignition device, and which can be driven via its
base connection by the input stage (3a) of the
current control device.

Ignition device according to Claim 2, charac —
terised in that the emitter connection of the
third transistor (T20) is connected via a second
resistor (R22) to the earth connection, in that
the decoupling means (3b) comprise a further
transistor (T25) whose collector connection is
connected to the base connection of the third
transistor (T20) and whose emitter connection
is connected to the earth connection, and in
that the base connection of the further tran—
sistor (T25) is connected to the pick—off of a
first voltage divider (R23, R24), which is con—
nected between the base connection of the
third transistor (T20) and the earth connection.
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Ignition device according to Claim 3, charac —
terised in that the sub —resistor (R24), whose
one connection is connected to earth, of the
first voltage divider (R23, R24) is designed tfo
be adjustable.

Ignition device according to one of Claims 1 to
4, characterised in that the output stage (3c)
comprises a current measuring device whose
output signal is supplied to the input stage
(3a).

Ignition device according to Claim 5, charac —
terised in that the current measuring device
consists of a second resistor (R12, R12'), and
in that the voltage dropped on it when current
flows through the primary winding (1a) of the
ignition transformer (1) is supplied to the input
stage (3a).

Ignition device according to Claim 6, charac —
terised in that the connections of the second
resistor (R12') are connected via high —resis —
tance third and fourth resistors (R13, R14) to
input connections of the input stage (3a), which
input connections are protected by zener di—
odes (Z1, Z2) which are connected to earth.

Ignition device according to one of Claims 1 to
7, characterised in that the input stage (3a)
comprises a drive transistor (T40), and in that,
in order to protect the input stage (3a) against
voltage surges occurring on the primary side, a
diode (D41) is provided whose anode con-—
nection is connected to the emitter connection
of the drive transistor (T40) and whose cathode
connection is connected to the base connec —
tion of the first transistor (T100) and, via the
load resistor (R42) of the drive transistor
(T40), to the earth connection of the ignition
device.

Ignition device according to one of Claims 1 to
8, characterised in that the input stage (3a), the
output stage (3c) and, if necessary, the de—
coupling means (3b) are produced using
monolithically integrated technology.

Ignition device according to one of Claims 5 to
9, characterised in that a current measuring
resistor (R12') is arranged between the emitter
connection of the first transistor (T100) and the
earth — side connection of the primary winding
(1a), in that the emitter connection of a fourth
transistor (T30) is connected to the earth —side
connection of the primary winding (1a), in that
the collector connection of the fourth transistor
(T30) is connected to the base connection of
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the first transistor T100, and in that, finally, the
base connection of the fourth transistor (T30)
is connected to the pick—off of a second
voltage divider (R31, R32), which is connected
between the emitter connection and the col -
lector connection of the fourth transistor
(T30).

Revendications

Dispositif d'allumage, notamment pour un
moteur & combustion interne et 3 allumage par
étincelles, avec un transformateur d'allumage
comportant un enroulement primaire et un
enroulement secondaire, avec une source de
tension continue susceptible d'éire raccordée
a I'enroulement primaire, avec un dispositif de
contrble du courant constitué par un étage
préliminaire et un étage terminal pour contrbler
le courant circulant dans I'enroulement pri—
maire, dispositif d'allumage caractérisé en ce
que l'étage terminal (3c) du dispositif de
contrble de courant comprend un premier
transistor (T100) d'un premier type de
conductibilité, dont le raccordement de col-
lecteur est directement relié au raccordement
4 la masse du dispositif d'allumage, en ce qu'il
est prévu entre I'étage préliminaire (3a) et
I'étage terminal (3c) des moyens de décou—
plage (3b) ainsi que des moyens pour empé —
cher le branchement incontrdlé de I'étage ter -
minal (3c), ces moyens pour empécher le
branchement incontr6lé de I'étage terminal
(3c) comprenant un second transistor (T43),
dont le raccordement de collecteur est relié au
raccordement de la base du premier transistor
(T100), dont le raccordement d'émetteur est
relié au raccordement d'émetteur du premier
transistor (T100), et dont le raccordement de
base est relié par I'intermédiaire d'une pre—
miére résistance (R44) au raccordement positif
de la source de tension continue.

Dispositif d'allumage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les moyens de décou -
plage (3b) comprennent un froisiéme transistor
(T20) d'un second type de conductibilité, dont
le raccordement de collecteur est relié au
raccordement de base du premier transistor
(T100) et dont le raccordement d'émetteur est
relié au raccordement 2 la masse du dispositif
d'allumage, tandis que ce ftroisitme fransistor
est susceptible d'étre commandé, par l'inter -
médiaire de son raccordement de base, par
I'étage préliminaire (3a) du dispositif de
contrble du courant.
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Dispositif d'allumage selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le raccordement
d'émetteur du froisieme fransistor (T20) est
relié & la masse par l'intermédiaire d'une se —
conde résistance (R22), en ce que les moyens
de découplage (3b) comportent un autre tran -
sistor (T25) dont le raccordement de collecteur
est relié au raccordement de base du troisié —
me fransistor (T20) et dont le raccordement
d'émetteur est relié a la masse, et en ce que
le raccordement de base de l'autre transistor
(T25) s'applique a la prise d'un premier divi—
seur de tension (R23, R24) branché enire le
raccordement de base du troisiéme transistor
(T20) et le raccordement & la masse.

Dispositif d'allumage selon la revendication 3,
caractérisé en ce que la résistance partielle
(R24), mise & la masse par un des raccorde —
ments, du premier diviseur de tension (R23,
R24) est réglable.

Dispositif d'allumage selon une des revendi—
cations 1 & 4, caractérisé en ce que l|'étage
terminal (3¢c) comprend un dispositif de me —
sure du courant dont le signal de sortie est
appliqué a I'étage préliminaire (3a).

Dispositif d'allumage selon la revendication 5,
caractérisé en ce que le dispositif de mesure
du courant est constitué par une deuxieme
résistance (R12, R12") et en ce que la chute
de tension s'effectuant sur lui, lorsque le cou—
rant circule & fravers l'enroulement primaire
(1a) du transformateur d'allumage (1) est ap -
pliguée 2 I'étage préliminaire (3a).

Dispositif d'allumage selon la revendication 6,
caractérisé en ce que les raccordements de la
deuxiéme résistance (R12') sont reliés au
raccordement d'entrée de I'étage préliminaire
(3a) par lintermédiaire d'une troisiéme et
d'une quatrieme résistance (R13, R14) de
haute valeur ohmique, tandis que les raccor —
dements d'entrée de I'étage préliminaire (3a)
sont protégés par des diodes de Zener (Z1,
Z2) reliées A la masse.

Dispositif d'allumage selon une des revendi—
cations 1 & 7, caractérisé en ce que l|'étage
préliminaire (3a) comprend un transistor de
commande (T40) et en ce que, pour protéger
cet étage préliminaire (3a) contre les pointes
de tension apparaissant cO6té primaire, il est
prévu une diode (D41) dont le raccordement
d'anode est relié au raccordement d'émetteur
du fransistor de commande (T40) et dont le
raccordement de cathode est relié au raccor —
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dement de base du premier transistor (T100)
et par l'intermédiaire de la résistance de
charge (R42) du transistor de commande (T40)
avec le raccordement & la masse du dispositif
d'allumage.

Dispositif d'allumage selon une des revendi—
cations 1 & 8, caractérisé en ce que l'étage
préliminaire (3a), I'étage terminal (3c) et
éventuellement, les moyens de découplage
(3b) sont réalisés selon une technique intégrée
monolithiquement.

Dispositif d'allumage selon une des revendi—
cations 5 4 9, caractérisé en ce qu'une résis -
tance de mesure du courant (R12') est dispo —
sée entre le raccordement d'émetteur du pre -
mier fransistor (T100) et le raccordement 2 la
masse de l'enroulement primaire (1a), en ce
que le raccordement d'émetteur d'un quatrié -
me transistor (T30) est relié au raccordement 2
la masse de I'enroulement primaire (1a), en ce
que le raccordement de collecteur du quatrié -
me transistor (T30) est relié avec le raccorde —
ment de la base du premier transistor (T100)
et en ce que, finalement, le raccordement de
la base du quairieme transistor (T30) est relié
a la prise d'un deuxiéme diviseur de tension
(R31, R32) placé enire le raccordement
d'émetteur et le raccordement de collecteur du
quatrieéme transistor (T30).
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